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Next-Generation Power & Isolation Solutions: Driving Efficiency in E-Mobility and Energy Storage
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QRコードより高電圧
パワーMOSFET
（青）のパンフレッ
トをご覧ください。



Z

情報は予告なく変更される場合があります。重要な注意事項および免責事項については、製品データシートをご確認ください。
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(2) TSOIデバイス層におけるPVG回路の形成
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(1)  IceMOS TSOI Foundation (PVG向けにカスタマイズ) 
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IceMOSの全世界の拠点
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三相交流入力

高効率・高電力密度を
実現する高電圧DC SiC
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DC急速充電ステーション グリッド規模の蓄電池システム 充電制御ユニットソリッドステートリレー
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